
1А403А, 1А403Б, 1А403В, 1А403Г, 1А403Д, 
ГА403А, ГА403Б, ГА403В, ГА403Г, ГА403Д

Диоды германиевые, диффузионные, параметрические. 
Предназначены для применения в параметрических усилителях, 
умножителях, делителях частоты и модуляторах в сантиметро­
вом и дециметровом диапазонах длин волн. Выпускаются в 
металлокерамическом корпусе. Тип диода и схема соединения 
электродов с выводами приводятся на этикетке. Маркируются 
цветным кодом в центре баллона: 1А403А —  одной красной 
точкой, 1А403Б —  двумя красными точками, 1А403В —  тре­
мя красными точками, 1А403Г —  одной красной полоской, 
1А403Д —  двумя красными полосками, ГА403А —  одной голу­
бой точкой, ГА403Б —  двумя голубыми точками, ГА403В —  
тремя голубыми точками, ГА403Г —  одной голубой полоской, 
ГА403Д —  двумя голубыми полосками.

Масса диода не более 0,7 г.

1АША-Ю. ГАША-й)
Выбод 1 Выбод 2

Выбод 1 

Выбод 2

Электрические параметры
Постоянная времени при U0bP = 20 В, 
f -  2000 ±  200 МГц, не более:

1А403А, ГА403А .............................................  2 пс
1А403Б, 1А403В, 1А403Г, ГА403Б,
ГА403В, ГД403Г..............................................  1,6 пс
1А403Д, ГА403Д.............................................  1,3 пс

Пробивное напряжение при /0БР -  10...20 мкА, 
не менее:

Г = + 2 5 ° С ..........................................................  50 В
Г = - 60 °С........................................................  40 В

ООО компания "Электроника и Связь"                    
www.eandc.ru   +7(473) 277-14-34                    

 

1
 



Постояннь й обратный ток при UQbP = 20 В, 
не более:

Г « +25 X :
1А403А, ГА403А......................................  2 мкА
1А403Б, 1А403В, 1А403Г, 1А403Д,
ГА403Б, ГА403В, ГА403Г, ГА403Д.......  1 мкА

Г *  +70 X :
1А403А, ГА403А......................................  10 мкА
1А403Б, 1А403В, 1А403Г, 1А403Д,
ГА403Б, ГА403В, ГА403Г, ГА403Д.......  5 мкА

Емкость перехода при 0о&> = 20 В, f -  30 МГц:
1А403А, ГА403А.............................................  0,32...0,5 пФ
1А403Б, ГА403Б..............................................  0,26...0,4 пФ
1А403В, ГА403В..............................................  0,18...0,3 пФ
1А403Г, 1А403Д, ГА403Г, ГА403Д.............. 0,08...0,22 пФ

Емкость корпуса.....................................................  0,2...0,25 пФ
Индуктивность диода............................................  1...2 нГн

Предельные эксплуатационные данные
Постоянная рассеиваемая мощность.................  400 мВт
Постоянная рассеиваемая мощность при крат­
ковременном воздействии (не более 5 мин).... 600 мВт 
Импульсная рассеиваемая мощность
при Ти ^  4 мкс, 0 >  1000......................................  15 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность при крат­
ковременном воздействии (не более 5 мин),
Ти ^  4 мкс, О ^  1000..............................................  25 Вт
Температура окружающей среды....................... — 60...+70 X

hsp .м к А
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Зависимость обратного тока 
от температуры

Зависимость пробивного напряже­
ния от температуры
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Зависимости постоянной времени 
от температуры

Зависимость емкости перехода 
от напряжения
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